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Создание галлийсодержащих твердых электролитов (ТЭ) с преимущественно ионной проводимостью является актуальной задачей, т.к. с данными электролитами возможно проводить термодинамические исследования галлийсодержащих полупроводниковых соединений. 
Наиболее характерные свойства ТЭ – транспортные, связанные с механизмом переноса ионов: электропроводность, диффузия электронов и ионные числа переноса. Коэффициенты диффузии могут быть выражены как произведением плотности дефектов на подвижность ионов, поэтому, измеряя коэффициенты диффузии можно получить информацию о характере дефектов и их подвижности. В настоящей работе измерения коэффициентов диффузии, чисел переноса и электропроводности проводились на таблетированных образцах с плотностью,   близкой к рентгенографической. Определение коэффициентов диффузии проводили методом потенциостатической хроноамперометрии. Измерения электропроводности проводили путём построения годографического вектора на импедансметре Z-1000P.
Характер изотермических зависимостей электропроводности и коэффициентов диффузии для системы Na2SO4(Ga2(SO4)3 сопоставим с зависимостью  электронных чисел переноса от состава. Порядок величин коэффициентов диффузии, определенных экспериментально (DGa3+=10-15(10-17 см2/с), свидетельствует о том, что в переносе в ячейке с галлийсодержащими ТЭ участвуют ионы  Ga3+, а не Na+ (DNa+=10-1(10-5 см2/с). В настоящей работе определена область твердых растворов в системе Na2SO4(Ga2(SO4)3: 2 – 8 мол. % легирующей добавки. В этой области составов наблюдаются минимальные числа переноса, максимальная электропроводность и коэффициенты диффузии. В связи с этим установлено, что оптимальные составы могут быть использованы как для термодинамических исследований галлийсодержащих полупроводниковых соединений, так и для легирования полупроводниковых материалов микродозами галлия.
